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Уникальные электрические свойства Дираковского и Вейлеровского полуметалла Cd3As2, такие как инвертированный энергетический спектр носителей заряда, аномально высокая подвижность носителей заряда и сверхпроводимость [1, 2] привлекают внимание ученых и исследователей и в наши дни. 
В исследовании был выбран метод химического газового транспорта в вертикальной двузонной печи, который проводится при температурах ниже температуры плавления арсенида кадмия. Метод газового транспорта позволяет синтезировать структурно совершенные монокристаллы арсенида кадмия, обладающие высокой подвижностью носителей заряда и значительным магнетосопротивлением [3, 4].
Согласно данным по давлению паров был произведен расчет массопереноса в молекулярно-кинетическом режиме. 
Для оптимизации условий выращивания монокристаллов, проведено изучение массопереноса Cd3As2. Согласно данным масс-спектральных и тензометрических исследований [5] при нагревании происходят диссоциации Cd3As2 согласно реакциям (1) и (2):
	(1)
 			(2)
Синтез прекурсора проводили сплавлением высокочистых элементов Cd и As взятых в стехиометрических соотношениях при температуре 740 °C. Дополнительная очистка синтезированного Cd3As2 проводилась пересублимацией в вакууме. Для получения монокристаллов была использована навеска порошка прекурсора массой 25 г. Выращивание кристаллов осуществляли в кварцевых ампулах c конусовидным концом в течение 9 суток при температурах горячей (Т1) и холодной (Т2) зон 680 и 470 °С, соответственно. Выбор конусовидной ампулы обоснован тем, что такая форма ампулы позволяет снизить количество отдельных зародышей при выращивании кристалла.
Преимуществом вертикального варианта химического транспорта является большая однородность потока пара, что приводит к повышению стационарности процесса переноса. Процесс проводился в вертикальной двузонной печи (рис. 1a) из предварительно синтезированного поликристаллического арсенида кадмия.
Идентификацию образца (рис. 1b) осуществляли с помощью РФА и микроструктурного анализа. Выращенный кристалл Cd3As2, согласно дифрактограмме (рис. 1c), относился к тетрагональной сингонии, пространственная группа I41cd, параметры ячейки a = 1.27 нм, c = 2.54 нм и был ориентирован по направлению (100). 
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Рис. 1. a) Схема эксперимента вертикального массопереноса; b) фотография монокристалла; c) дифрактограмма монокристалла
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